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Для оценки способности поверхности титана с разным размером зерен к
окислению определялась постоянная анодирования для всех исследуемых
образцов. Значения указанной постоянной, рассчитанные из эксперимента,
оказались близкими к значению постоянной анодирования для необработан-
ного массивного титана. Следовательно, морфология подложки не сказыва-
ется существенным образом на процесс ее анодного окисления. Процесс рос-
та оксида заканчивается вольтстатической стадией, на которой происходит
выравнивание химического состава оксида по толщине и приближение этого
состава к стехиометрическому.

Установлено, что проводимость оксида увеличивается с ростом зерна
титановой подложки, что объясняется ростом концентрации примесей в гра-
ницах зерен при их росте на 3-5 порядков. Окисление металла в области гра-
ниц приводило к формированию дефектной оксидной пленки, что повышало
ее проводимость.

Для всех полученных образцов снимались зависимости электродных по-
тенциалов от времени для сравнительного анализа электрохимической ак-
тивности исследуемых материалов. Повышению активности материала соот-
ветствует уменьшение электродного потенциала.

Металлические образцы до окисления имели различные значения элек-
тродных потенциалов, причем с ростом величины зерна активность материа-
ла уменьшалась. После анодного окисления титана и формирования аморф-
ных оксидных пленок толщиной d = 700 Å электродные потенциалы на всех
образцах выровнялись и составляли величину от 50 - 100 мВ, т.е. размер зер-
на подложек не оказывал существенного влияния на свойства оксидной
пленки на поверхности титана и определял близкую активность всех двух-
слойных образцов.

УДК 621.38; 539.21; 537.322

ОЛЬХОВСКАЯ С.И., РОГАЧЕВА Е.И., докт. физ.-мат. наук,
ВОДОРЕЗ О.С.

КВАНТОВЫЙ РАЗМЕРНЫЙ ЭФФЕКТ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ
ТЕЛЛУРИДА СВИНЦА р-ТИПА

Полупроводниковые соединения типа АIVВVI широко используются в
термоэлектричестве и других различных областях науки и техники [1]. Сего-
дня интерес к таким материалам возрос вследствие обнаружения значитель-
ного увеличения термоэлектрической (ТЕ) эффективности в сверхрешетках
на основе АIVВVI, предсказанного ранее теоретически [2].

При исследовании и использовании тонких пленок необходимо прини-
мать во внимание такое явление, как размерное квантование энергетического
спектра, которое может оказывать значительное влияние на ТЕ свойства. Ра-
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нее [3] для тонких пленок n-PbTe наблюдались квантовые осцилляции на за-
висимостях ТЕ свойств от толщины пленок d.

В данной работе представлены результаты исследования зависимостей
ТЕ свойств от толщины пленок PbТe с дырочным типом проводимости.
Пленки p-PbТe с d = 10-200 нм получали методом термического испарения
кристаллов p-PbТe, легированных натрием, с последующим осаждением на
подложки из слюды. Для предотвращения окисления пленки покрывали сло-
ем Al2O3.

В результате проведенных исследований были получены зависимости
коэффициента Зеебека, коэффициента Холла, электропроводности, подвиж-
ности носителей заряда и коэффициента ТЕ мощности от d при комнатной
температуре. На полученных толщинных зависимостях наблюдались четко
выраженные осцилляции. Было проведено сравнение теоретически рассчи-
танных и экспериментально определенных значений периода осцилляций. В
результате было получено, что экспериментальные значения периода осцил-
ляций находятся в хорошем согласии с теоретически рассчитанными значе-
ниями. Результаты исследований свидетельствуют о том, что квантование
энергетического спектра в тонких пленках АIVВVI имеет место не только для
электронного газа, но и для дырочного.
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При проведении работ на сепараторе ДИС-1 [1] необходим анализ со-
става ионной компоненты плазмы. Для этого выбран статический масс-
спектрометр с однородным магнитным полем. В таком спектрометре исполь-
зуется электромагнитный метод разделения частиц [2], основанный на зако-
нах движения заряженных частиц в магнитном и электрическом поле [3].

Для калибровки масс-анализатора необходимо создать пучок ионов с за-
ранее известными массой и зарядом. Создание и формирование ионного пуч-
ка происходит в ионном источнике. Цель работы – исследование вольтам-
перных характеристик данного ионного источника.


